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Magnetyczna pamięć analogowa

Przedmiotem wynalazku jest magnetyczna pa¬
mięć analogowa z wielootworowym rdzeniem mag¬
netycznym, należąca do pamięci statycznych.

Znana z polskiego opisu patentowego nr 737i39
stałoprądowa pamięć analogowa zbudowana na
magnetycznych rdzeniach wielootworowych zawie¬
ra transfluktor, w którego pętli sprzężenia zwrot¬
nego znajduje się wzmacniacz sygnału uchybu
oraz klucz sterowany poprzez blok separujący.
Klucz połączony jest ze wzmacniaczem sygnału
uchybu poprzez człon korekcyjny w postaci filtru,
zaś wzmacniacz sygnału uchybu stanowi wzmac¬
niacz magnetyczno-tranzystorowy, w którym część
magnetyczna stanowi modulator służący do zmia¬
ny napięcia uchyibu na impulsy, a część tranzy¬
storowa służy do wzmacniania tych impulsów, nato¬
miast blok separujący ma w obwodzie pierwot¬
nym transformatora separującego człon kształtu¬
jący czoło impulsu sterującego, a w ołbwodzie
wtórnym transformatora ma multiwflbrator mono-
stabilny i wtórnik emiterowy. Część magnetyczna
wzmacniacza sygnału uchybu składa się z dwóch
transformatorów, których uzwojenia zasilające są
połączone przeciwnie, a uzwojenia sterujące oraz
wyjściowe są połączone zgodnie. Znany układ pa¬
mięciowy wymaga dwu galwanicznie rozdzielonych
napięć zasilających. Utkład jest czuły na zmiany
napięć zasilających.

Znane są również inne pamięci magnetyczne
omówione w pracy Energia, 196(9, M, A. Bojar-
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czenkow, W. K. Rajew, Ju. D. Rożental: Magni-
tnyjne elementy na rozwietwiennych serdeczni-
kach oraz w pracy IEEE Transaction on Automa¬
tic Contro!,- 1969, Nr 2 C. A. Walton; The tran-
siluiksor as an accurate analog magnetic imemory.

Pamięć analogowa, według wynalazku, z zapi¬
sem w układzie ze sprzężeniem zwrotnym zawieTa
jako element pamięciowy uzwojony wielootworo-
wy rdzeń magnetyczny, układ odczytu oraz detek¬
tor błędu. Wyjście detektora błędu połączone jest
z wejściem zapisu elementu pamięci, którego wyj¬
ście połączone jest z wejściem układu odczytu.
Wyjście układu odczytu połączone jest z wejściem
analogowym detektora błędu tworząc pętlę sprzę¬
żenia zwrotnego. Do wejścia impulsowego detek¬
tora błędu dołączone jest wyjście generatora im¬
pulsu spełniającego jednocześnie rolę separatora
galwanicznego. Do wejścia sterującego elementu
pamięci dołączone jest wyjście generatora poje¬
dynczego impulsu przełączającego przed zapasem
nowej informacji rdzeń wielootworowy w kierun¬
ku trudniejszego namagnesowania. Wejścia ge¬
neratora iimpulŁsu i generatora pojedynczego im¬
pulsu dołączone są do wspólnego zacisku steru¬
jącego zapis pamięci. Każde z dwóch uzwojeń
wyjściowych rdzenia wielootworowego, będące
jednocześnie uzwojeniami odczytu, nawinięte jest
na jedno z odgałęzień odczytu. Wzmacniacz wyj¬
ściowy pamięci zawiera układ kompensacja tem¬
peraturowej, w którym odgałęzienia -odczytu rdze-
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tria wielcotworowego są sprzężone cieplnie z ele¬
mentami kompensacyjnymi.

Magnetyczna pamięć analogowa według wyna¬
lazku zostanie dokładniej omówiona na przykła¬
dzie wykonania, którego schemat przedstawiono
na rysunku. Na fig..- 1 przedstawiono schemat
blokowy pamięci, na fig. 2a i fig. 2b obwód od¬
czytu z kompensacją temperatury w dwu wyko¬
naniach, na fig. 3a i fig. Slb detektor błędu i ob¬
wód zapisu pamięci w dwu wykonaniach, a na
fig. 4a i 4b obwód przygotowania rdzenia bezpo¬
średnio przed zapisem.

Jak pokazano na fig. 1 rysunku pamięć według
wynalazku zawiera detektor błędu DP, którego
wyjście połączone jest z wejściem zapisu elementu
pamięci EP. Do wyjścia elementu pamięci EP do¬
łączony jest układ odczytu UO, którego wyjście
połączone jest z wejściem analogowym 2 detek¬
tora błędu DB tworząc pętlę sprzężenia zwrotnego.
Wejście impulsowe 3 detektora błędu DB połą¬
czone jest z wejściem sterującym 5 elementu pa¬
mięci EP poprzez generator impulsów GI spełnia¬
jący jednocześnie rolę separatora galwanicznego
oraz. generator pojedynczy impulsu GPI. Wejście
generatora impulsu GI i generatora pojedynczego
impulsu GPI dołączone są do wspólnego zacisku
4 sterującego zapis pamięci.

Sygnał wejściowy pamięci Uwe podawany jest
na wejście 1 detektora błędu DB, a na wejście 2
tego detektora podawany jest sygnał wyjściowy
Uwy układu pamięciowego. Różnica tych sygnałów
Wzmocniona i zamiieniona na ciąg impulsów o
częstotliwości generatora impulsowego GI steruje
"uzwojenie zapisu elementu pamięciowego EP w
ciągu czasu T (czasu zapisu) narzuconego z ze¬
wnątrz za pośrednictwem wejścia 4. Detektor błę¬
du DB mciże zawierać prócz wzmacniacza różnico¬
wego odpowiedni człon korekcyjny zapewniający
osiągnięcie przez układ stanu ustalonego w czasie
zapisu.

Elementem pamięciowym EP jest rozgałęziony
rdzeń magnetyczny 3-otworowy, wykonany z ma¬
teriału o prostokątnej pętli histerezy. Prócz ob¬
wodów zapisu odczytu i polaryzacji w układzie
pamięciowym według wynalazku zastosowano
obwód (GPI) sterowany z wejścia 4, służący do
sprawdzenia stanu namagnesowania obwodów za¬
pisu do tej samej wartości początkowej przed
każdym zapisem nowej wartości Uwe. Ofbwód od¬
czytu UO zapewnia demodulację sygnału wyjścio¬
wego z elementu pamięciowego. Jest to modulacja
szerokościowa zależna od poziomu namagnesowa¬
nia obwodu zapisu.

W odróżnieniiu od zinanych uikładów pamięcio-
wryah, gdizie stasuje się uzwojenia odczytu
i uzwojenia wyijśoiowe w pamięci według wyna- .
laiaku odczyt następuje z zastosowaniem! jędrnej
pary usaWo<jeń Z3 i Z4. Demodulaeja sygnału wyj¬
ściowego polega ma uśa*ediniaini"u Bzercikościowo
modoiloiwafnego napięcia odczytu — za pomocą
filtru typu RC. Jalk pokazano na fi(g. 2a rysun¬
ku pmaedisftawiiająeej pierwszą odmianę obwodu
ofdiczytu elementem pamięciowym EP jest rozga¬
łęziony rjdzeń maignetyiczny, nip. trzyotworowy
wykonamy ^ż materiału o prostokątnej pętli histe
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rezy zawierający uzwojenia wyposażony w uzwo¬
jenia 'zaipisu Zlt wyjściowe Z8, Z4 i polaryzacji Z5.
Uzwojenia wyrjśckwe Z3 i Z4 będące jednocze¬
śnie uzwojeniami odczytu nawinięte są na odga¬
łęzienia odczytu GOI ii G02 rdzenia wielooitworo-
wego RW, pclłąezcne ,są poprzez tramzystciry TA
a T2 z transformatorem impulsowym Tr0. Ponadto
uziwojemia Z3 d Z4 połączone ,są poprzez filtr
doflncpnzepuisttowy składający się. z rezystora1 Rt
i pojemności C± z wejściem odwracającym wzma-
cmiaicza wyjściowego WW oraz poprzez rezystor
R5 ae źródłem mpJęciiotwyttn +U.

Źródło napięciowe połączone jest ponadto po¬
przez dzieilnuk napięcia R6, Pi z wejściem nieod-

15 wracającym wzmacniacza WW oraz z wyjściem
wzmacniacza WW popnzez obwód kompensacji
•temperaturowej składający się z rezystora R2>
tranzystora T3 d (rezystora R4. Odgałęzienia od¬
czynu GOI i G02 rdzenia wielootworowego RW

20 są sprzężone cieplnie ';tl elementami kompensacyj¬
nymi opornikiem R5 i tranzystorem T8. Uzwojenie
Z3 i Z4 izasilame są napięciiem U poprzez opornik
R5, oraz przez tranizyistory Ti i T2 sibercwaine są
na pmzemian sygnałem o kształcie prostokąta.

25 Modulowany szerokoścócwo — poprzez indukcję
gałęzi zapisu sygnał wyjściowy iz uzwojeń Z3 i Z4
podawany jest po uprzednim wygładzeniau za po-^
mocą filtru Ri, Cx dio wyjścia od/wtracającego
wzmacniacza wyjściowego WW. Ażeby skompen-"

30 sować slkładcwą stałą nalpięcia wyjściowego z
uzwojeń odczytu, na wejście nieoidlwraeające
wzmacniacza wyjściowego podawane jest napię¬
ci ie s,tałe ze źródła U. W talki sposób kompenso¬
wany jest jednocześnie, wpływ napięcia zasilają-

35 ceigo U na wartość inapięcia wyjściowego Uwy.
Jednym ze sposobów kompensacji pełzania na¬

pięcia wyjściowego po jzapisiie, wyinikaijąoego z za¬
leżności mofcy wydzielanej w obwodzie odczytu
t-ranisifLukitora od stanu zaipiisiu jest zastosowanie

0 sprzężenia termiezimego opornika R5 z magnetycz¬
nymi gałęziiami odczytu GOI, G02 .i taiki dobór
parametrów 'cibwodu odczytu, żeby suma mocy
wydzielanyen w oporniiku R5 oraz w maginetyez-*
nym obwodzie odczytu była stała i niezależna od

5 stanu zapisu
Innym sposobem kompensacji powyższego

wpływu,, a jedinoiaześnie wpływu temperaitlury oto¬
czenia na sygnał wyjściowy pamięci jest zastoso¬
wanie układu z tranzystorem Tt również sprizężo-
nym termicznie z gałęziami odczytu GOI, G02,
w którym wykorzystuje się zależność temperatu¬
rową napięcia UCe oraz siberowairuie współczynni¬
ka temperaturowych izimian tego napięcia sygna¬
łem zależnym od napięaia wyjściowego pamięci.

Jalk . pokazano na fig. 2ib rysunku, w drugim
wariancie wykonania układu cdlczytu, uzwojenia
Z3 i Z4 połączone są poiprzez diiody Dt i D2 z ko¬
lektorami "tranzystorów Tj i T4, których bazy
połączone są z 'fransfottimatorem irnipulsowym Tr0,
a emiitejry ze źródłem napięciowymi +U ouraz po¬
przez dzielnik, naipięciowy R6, Pi z wejściem nie-
cidiwracającym wzmacniacza wyjściowego WW.
Jednocześnie uzwojenia Zs i Z4 połączone są po-
przeiz filtr dodnoprzepusitowy Ri, Cx iz wejściem
odwraoaijącym wzmacniacza WW oraz poprzez
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równolegle połączone rezystory R51, R52 i rcizy-
stotr R58 z masą uikładiu.

W drugim waniaincie wykionania obwodu, odczy¬
tu zapamiętanej in/fonmacji dlokonuje się ma opor¬
ności składającej się z rezystorów R51, R52, Rs3, przy
czym rezystor R51 jest torinistorem sprzęgnięltytm
cieplnie z dilcdaimi Dlf D2, pnzez co uzyskuj•* się
stabilizację sygnału wyjścicwego w funkcji tem¬
peratury. Detektor błędu DB może być zrealizo¬
wany w dwu odmianach: jako wzmacniacz różni¬
cowy elektroniczny lub magnetyczny. Fug. 3a
przedstawiał eldkitroniczną realizację detektora
błędu wraiz z uzwojęniiem zapisu elementu pamię¬
ciowego Zi. Układ1 wejściowy deiteikitora błędiu wy¬
konany jeist w postaci sitaiłonapiędicwego wzmac¬
niacza różndeciweigo *WR, na wyjściu kltćirego' Tinalj-
ćiuje siię filbr składaijący się z szeregowo' połączo¬
nych elementów C2 i Rg zlbcczrtilkcwainyoh pojem¬
nością Cs. Wyjście wzmacniacza Jóżnlicowego WR
połąiazone jest poprzez rezystor R7 z ulkład-eni
kluczującym K. Wejście sterujące ulkładu kiłucżu¬
jącego K połączone jest z oziwojemiiem wyjścio¬
wym Z6 generatora impulsowego GI, a wyjście
układlu kluczującego K dołączone jeisłt do uzwoje¬
nia zapisu Zx ziboozinikowainego rezystorem R^.

W ziwiąiziku z tym, znany otwódi korekcyjny
R7» C2, Rg uizupełnioiny jest dodatkowo opornikiem
R9 i kondensatorem C8. Obwód R9, C3 narzuca
ostatecznie parametry impulsu działającego' na
cibwód izaipiiau, przez co ułatwiona jest stabilizacja
układu podczas zapisu. Kondensator C8, będąc
źródłem ładunku zależnego od inaipięc':a ma R8, C2
stanowi w pewnym sensiie źródło o poimijalnie
małej oporności .niezależne j od R7 i Rg, co jest
sprawą istotną ze względu, na poprawę liniowości
charaikterystyki obwodiu zapisu. Klucz trainzysto-
riowy K sterowalny paczką impulsów o czasie
trwania równym czasowi zapisu zapewnia prób¬
kowanie sygnału błędiu, co jest niciz/będnyim wa¬
runkiem uzyskania odpowiedniej dokładności
układu pamięciowego. Galiwanicaną separację
źródła1 (impulsu sterującego' zapisem i podawanego
na wejście 4 oraiz Muoza K ozysikane przez zasto¬
sowanie generatora samodławnego jako generato¬
ra 'impulsów GI.

MaigneitycEną realiizację wzmacniacza błędiu
przedstawiono na rysunku fig. 3(b. Detektor błę¬
du DB wykonany jest w postaci impulsowego
wzmacniacza magnetycznego MWI, izawiara człon
korekcyjny w postaidi rezystora R10 włączonego
równolegle z połączonymi szeregowo uzwojeniami:
zapisu Zx elementu pairriięcdowego i uzwojeniami
wtótrnymi Z7 i Z8 impulsowego wzmacniacza
MWI. Klucz Kj wiączony w ołbwód zaplisu ele¬
mentu pamięciowego EP dołączony jest db detek¬
tora amplitudy impulsów indukowanych na uzwo¬
jeniu Zt generatora GI. Detektor ten składa się
z d*iody D5 i pojemności C4. Geineralfor im,pulsów
GI uruchamiany za pomocą naipiędia podawanego
do wejściia 4 na czas zapisu wykorzystywany tu
jest jednocześnie zainówno do impulsowania róż¬
nicowego wzmacniacza magnetycznego MWI, jak j
klucza Kj, który po zapisie rozłącza obwody od¬
czytu i izapiisu. W układzie pamięciowym według
wynalaizku zastosowano wyżej omówiony sposób

separacji galwanicznej klucza i źródła impulsu
ster/ującego, iktóry jest prostszy niż w układzie
opisanym we ^wzmiankowanym patencie.

Do sterowania klucza Kt wykorzystano wypro-
5 stowane i wycfiltrowane napięcie z generatora im¬

pulsu GL W celu stabilizacji układu pamięciowego
podczas zapisu zastosowano opornik R10 boczniku¬
jący połączono szeregowo uzwojenia zapisu ele¬
mentu pamięciowego i uzwojenia wyjściowe ma¬
gnetycznego wzmacniacza impulsowego MWI.

W układzie pamięciowym według wynalazku za¬
stosowano obwód przygotowywania rdzenia przed
zapisem przedstawiony w dwu odmianach na ry¬
sunku fig. 4a i fig. 4to, składający się z opor¬
ników R12 i R18, diod D3, D*, kondensatora C5 i
tranzystora T5. Zadaniem tego obwodu jest prze-
magnesowywanie poprzez uzwojenie Zlf w odmia¬
nie układu z fig. 4a, łub poprzez uzwojenie Z2
w odmianie układu z fig. 4b, magnetycznego ob¬
wodu zapisu — przed każdym zapisem nowej in¬
formacji — do tego samego stanu początkowego.
Odbywa się to przy wykorzystaniu czoła impulsu
odmierzającego czas zapisu. Impuls ten, podany
na bazę tranzystora T5 z wejścia 4, spowoduje roz¬
ładowanie uprzednio naładowanego kondensatora
C5. Ładowanie kondensatora C5 w obwodzie Ru,
C5, D4 ma miejsce w czasie, gdy element pamię¬
ciowy przechowuje zapisaną informację. Rozłado¬
wanie odbywa sie. w obwodzie Zlt R12, Ds, C5, T5
(fig. 4a) lub w obwodzie Z2, Ri2, D3, C5, T5 (fi£.
4b).

Pamięć analogowa może być stosowana w ukła¬
dach telemetrii bliskosiężnej, umożliwiając cy¬
kliczne przesyłanie danych pomiarowych, pocho¬
dzących z wielu przetworników i ciągły odczyt
tych danych, do budowy wszelkiego rodzaju linii
opóźniających dla sygnałów, które mogą przyjmo¬
wać dowolny poziom napięcia w określonym zakre¬
sie. Może mieć zastosowanie w układach automatyki
przemysłowej w celu bezzakłóceniowego przecho¬
dzenia ze sterowania przez maszynę cyfrową na
sterowanie ręczne oraz w analogowych maszynach
liczących, służących do rozwiązywania równań
różniczkowych cząstkowych, zawierających zmien¬
ną czasową, jak również w układach korelatorów
przebiegów wolnozmiennych i w układach ada¬
ptacyjnych i uczących się oraz wszędzie tam, gdzie
dołączanie zasilania nie może spowodować utraty
uprzednio zapisanej informacji.

Zastrzeżenia patentowe

1. Magnetyczna pamięć analogowa z zapisem w
układzie ze sprzężeniem zwrotnym zawierająca:
jako element pamięciowy uzwojony wielootworo-
wy rdzeń magnetyczny, układ odczytu oraz de¬
tektor błędu, znamienna tym, że wyjście detekto¬
ra błędu (DB) połączone jest z wejściem zapisu
elementu pamięci (EP), którego wyjście połączone
jest z wejściem układu odczytu (UO), a wyjście
połączone jest z wejściem analogowym detektora
błędu (DB) tworząc pętlę sprzężenia zwrotnego, a
do wejścia impulsowego detektora błędu (DB) do¬
łączone jest wyjście generatora impulsu (GI),
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spełniającego jednocześnie rolą separatora galwa>
nicznego, a do wejścia sterującego elementu pa-
miejci dołączone jest wyjście generatora pojedyn¬
czego impulsu (GPI), przełączającego przed zapi¬
sem nowej informacji rdzeń wielootworowy w
kierunku trudniejszego namagnesowania, przy
czym wejścia generatora impulsu (GI) i genera¬
tora pojedynczego impulsu (GFI) dołączone są do
wspólnego zacisku (4) sterującego zapis pamięci.

2. Magnetyczna pamięć analogowa według za-
strz. 1, znamienna tym, że każde z dwóch uzwo¬
jeń wyjściowych (Z3) i (Z4) elementu pamięciowe¬
go (EP) będących jednocześnie uzwojeniami od¬
czytu nawinięte jest na jedno ż odgałęzień odczy¬
tu (GOI), (G02) a jednocześnie uzwojenia te po¬
łączone są poprzez filtr dolnoprzepustowy (Rj),
(Cj z wejściem odwracającym wzmacniacza wyj¬
ściowego (WW) oraz poprzez rezystor (R5) ze źród¬
łem napięciowym (+U), które to źródło połączone
jest ponadto poprzez dzielnik napięcia (R6), (P^
z wejściem nieodwracającym wzmacniacza (WW)
oraz z wyjściem wzmacniacza (WW) poprzez ob¬
wód kompensacji temperaturowej składający się
z rezystorów (R2), (Ra)» (R4) oraz tranzystora (T3),
przy czym odgałęzienia odczytu (GOI), (G02)
rdzenia wielootworowego (RW) są sprzężone cie¬
plnie z elementami kompensacyjnymi (R5) i (T3).

3. Magnetyczna pamięć analogowa według za-
strz. 1, znamienna tym, że detektor błędu (DR)
wykonany jest w postaci stałonapięciowego wzma¬
cniacza różnicowego (WR) na wyjściu którego
znajduje się filtr z szeregowo połączonych ele¬
mentów (C2), (R8) zbocznikowanych pojemnością
<C8), przy czym wyjście wzmacniacza różnicowego
(WR) połączone jest poprzez rezystor (R7) z ukła¬
dem kluczującym, (K), którego wejście sterujące
połączone jest z uzwojeniem wyjściowym (Z6) ge¬
neratora impulsowego (GI), a wyjście układu klu¬
czującego (K) dołączone jest do uzwojenia zapisu
(Zj) zbocznikowanego rezystorem (R9).

4. Magnetyczna pamięć analogowa z zapisem w
układzie ze sprzężeniem zwrotnym zawierająca:
jako element pamięciowy uzwojony wielootworo¬
wy rdzeń magnetyczny, układ odczytu oraz de¬
tektor błędu, znamienna tym, że wyjście detekto¬
ra błędu (DE) połączone jest z wejściem zapisu
elementu pamięci (EP), którego wyjście połączo¬
ne jest z wejściem układu odczytu (UO), a wyj¬
ście połączone jest z wejściem analogowym de¬
tektora błędu (DB) tworząc pętlę sprzężenia zwrot¬
nego, a do wejścia impulsowego detektora błędu
<DB) dołączone jest wyjście impulsu (GI), spełnia¬
jącego jednocześnie rolę separatora galwaniczne¬
go, a do wejścia sterującego elementu pamięci
dołączone jest wyjście generatora (pojedynczego
impulsu (GPI), przełączającego przed zapisem

nowej informacji rdzeń wielootworowy w kierunr
ku trudniejszego namagnesowania, a wejścia gene¬
ratora impulsu CGI) i generatoir^a pojedynczego
impulsu (GPI) dołączone są do wspólnego zacisku

5 (4) sterujątceigo zapis peum-ęci, przy czyim każde z
dwóch uzwojeń wyjściowych (Z3) i (Z4) elementu
pamięciowego odczytu (EP) będących jednocze¬
śnie uzwojeniami odczytu nawinięte jest na jed¬
no z odgałęzień odczytu (GOI), (G02) a jednocze¬
śnie uzwojenia te połączone są poprzez diody
(Dj) i (D2) z kolektorami tranzystorów (T3) i (T4),
których bazy połączone są z transformatorem im¬
pulsowym (Tr0) a emitery ze źródłem napięcio¬
wym (+U) oraz przez dzielnik napięciowy (R6)»
(PJ z wejściem nieodwracającym wzmacniacza
wyjściowego (WW) a ponadto uzwojenia wyjścio¬
we (Z3), (Z4) połączone są poprzez filtr dolnoprze¬
pustowy (Ri), (Ct) z wejściem odwracającym
wzmacniacza (WW) oraz poprzez równoległe po¬
łączone rezystory (R51), (R52) i rezystor (R53) z ma¬
są układu, przy czym rezystor (R51) jest termisto-
rem sprzęgniętym cieplnie z diodami (D^ i (D2).

5. Magnetyczna pamięć analogowa z zapisem w
układzie ze sprzężeniem zwrotnym zawierająca::
jako element pamięciowy uzwojony wielootworo¬
wy rdzeń magnetyczny, układ odczytu oraz de¬
tektor błędu, znamienna tym, że wyjście detekto¬
ra błędu (DE) połączone jest z wejściem zapisu
elementu pamięci (EP), którego wyjście połączone
jest z wejściem układu odczytu (UO) a wyjecie
połączone jest z wejściem analogowym detektora
błędu (DB) tworząc pętlę sprzężenia zwrotnego* a
do wejścia impulsowego detektora błędu (DB). do¬
łączone jest wyjście generatora impulsu (GI),
spełniającego jednocześnie rolę separatora galwa¬
nicznego, a do wejścia sterującego elementu pa¬
mięci dołączone jeist wyjście generatora pojedyn- >
czego impulsu (GPI), przełączającego przed zapi¬
sem nowej informacji rdzeń wielootworowy w
kierunku trudniejszego! namagnesowania, ' przy
czym wejścia generatora impulsu (GI) i genera¬
tora pojedynczego impulsu (GPI) dołączone są do
wspólnego zacisku (4) sterującego zapis pamięci,
przy czym detektor błędu (DB) wykonany w po¬
staci impulsowego wzmacniacza magnetycznego
(MWI) zawiera człon korekcyjny w postaci rezy¬
stora (R10) połączonego równolegle z połączonymi,
.szeregowo: uzwojeniem zapisu (Zx) elementu pa¬
mięciowego (EP) i uzwojeniami wtórnymi (Z7), (Z^
\mpulsowego wzmacniacza magnetycznego (MWI),
a klucz (K) włączony w obwód zapisu elementu
pamięciowego (EP) dołączony jest do detektora
amplitudy (D5), (C4) impulsów indukowanych na
Uzwojeniu (Z8) generatora impulsów (GI^ przy
czym impulsowy wzmacniacz magnetyczna (MWft
zasilany jest z generatora impulsowego (JGJK
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